به نام يگانه خالق علم و هنر
دانشگاه جامع علمي كاربردي 

(واحد ارشاد اسلامي)

موضوع تحقيق :
حافظه ROM
اين حافظه نيز ازجنس نيمه هادي بوده و به شكل IC درون كامپيتور قرار دارد .اين نوع حافظه حاوي اطلاعاتي است كه از قبل توسط شركت سازنده و توليد كننده كامپيوتر در ان قرار ميگيرد .

اين اطلاعات مهم است و مكررا"اجرا ميشود به عنوان مثال وقتي كامپيوتر را روشن مي كنيم كامپيوتر براي تست و راه اندازي قسمتهاي مختلف كامپيوتر از اطلاعات ROM استفاده مي كند ROM حاوي داده هاي است.

 كه به صورت دائمي در آن ذخيره شده اند داده هاي كه در ROM قرار گرفته اند به طور عادي توسط استفاده كننده كامپيوتر قابل پاك شدن نيست يعني ROM مثل يك كاغذ تايپ شده است كه قابل پاك شدن نبوده و هميشه حاوي اطلاعات ثابتي است .

حضور داده ها در ROM دائمي است و با قطع جريان برق از بين نمي رود بدين مفهوم كه كليه اطلاعات موجود در آن همان طور كه كارخانه سازنده در آن قرار داده است صرف نظراز اين كه توان مصرفي آن تامين شده يا نشده باشد در آن باقي خواهد ماند . حافظه ROM يک نوع مدار مجتمع (IC) است  که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخيره می گردد. اين نوع حافظه ها علاوه بر استفاده در کامپيوترهای شخصی در ساير دستگاههای الکترونيکی نيز به خدمت گرفته می شوند. حافظه های ROM از لحاظ تکنولوژی استفاده شده، دارای انواع متفاوتی است :

 ROM
PROM
EPROM
EEPROM
Flash Memory
 هر يک از مدل های فوق دارای ويژگی های منحصربفرد خود  می باشند . حافظه های فوق در موارد زيردارای ويژگی مشابه می باشند:

داد ه های ذخيره شده در اين نوع تراشته ها " غير فرار " بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژی اطلاعات خود را از دست نمی دهند. 

داده های ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجام عمليات خاصی است.
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 مبانی حافظه های  ROM 
حافظه ROM از تراشه هائی شامل شبکه ای از سطر و ستون تشکيل شده است ( نظير حافظه RAM) . هر سطر و ستون در يک نقظه يکديگر را قطع می نمايند. تراشه های ROM دارای تفاوت  اساسی با تراشه های  RAM می باشند. حافظه RAM از " ترانزيستور " به منظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابی به يک " خازن " در نقاط  برخورد سطر و ستون ، استفاده می نمايند.در صورتيکه تراشه های  ROM از يک " ديود" (Diode) استفاده می نمايد. در صورتيکه خطوط مربوطه "يک"  باشند برای اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار "صفر"  باشد خطوط به يکديگر متصل نخواهند شد. ديود، صرفا"  امکان حرکت " جريان " را در يک جهت ايجاد کرده و دارای يک نفطه آستانه خاص است . اين نقطه اصطلاحا" (Forward breakover) ناميده می شود. نقطه فوق ميزان جريان مورد نياز برای عبور توسط ديود را مشخص می کند. در تراشه ای مبتنی بر سيليکون نظير پردازنده ها و حافظه ، ولتاژ Forward breakover تقريبا" معادل  شش دهم ولت است .با بهره گيری از ويژگی منحصر بفرد ديود،  يک تراشه ROM قادر به ارسال يک شارژ بالاتر از Forward breakover  و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابی  ground شده  در يک سلول خاص است .در صورتيکه  ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد،  شارژ هدايت  شده (از طريق Ground ) و با توجه به سيستم باينری ( صفر و يک )، سلول يک خوانده می شود ( مقدار آن 1 خواهد بود) در صورتيکه مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون ديودی وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.
همانطور که اشاره گرديد،  تراشه ROM ، مستلزم برنامه نويسی وذخيره داده در زمان ساخت است . يک تراشه استاندارد ROM را نمی توان برنامه ريزی مجدد  و اطلاعات جديدی را در آن نوشت . در صورتيکه داده ها درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند، می بايست تراشه را دور انداخت و مجددا" از ابتدا عمليات برنامه ريزی يک تراشه جديد را انجام داد.فرآيند  ايجاد تمپليت اوليه برای تراشه های ROM  دشوار است .اما مزيت حافظه  ROM بر برخی معايب آن غلبه می نمايد. زمانيکه تمپليت تکميل گرديد تراشه آماده شده، می تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد.اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزی استفاده کرده  ، قابل اعتماد بوده  و در رابطه با اغلب دستگاههای الکترونيکی کوچک، شامل تمامی دستورالعمل های لازم به منظور کنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.استفاده از اين نوع تراشه ها در برخی از اسباب بازيها برای نواختن موسيقی، آواز و ... متداول است .
حافظه ROM از تراشه هاي شامل شبكه اي از سطر و ستون تشكيل شده است (نظير حافظه RAM) هر سطر و ستون در يك نقطه يكديگر را قطع مي نمايد .
تراشه هاي ROM داراي تفاوت اساسي با تراشه هاي RAM مي باشند.
حافظه RAM  از ترانزيستور به منظور فعال و يا غير فعال نمودن دستيابي به يك خازن در نقاط بر خورد سطح و ستون استفاده مي نمايد در صورتي كه تراشه هاي ROM از يك "ديود"DiODE استفاده مي نمايد .

در صورتيكه خطوط مربوطه "يك" باشند براي اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار "صفر" باشد خطوط به يكديگر متصل نخواهند شد.
ديود صرفا"امكان حركت"جريان رادر يك جهت ايجاد كرده و داراي يك نقطه آستانه خاص است اين نقطه اصطلاحا"(Forward breakover) ناميده مي شود نقطه فوق ميزان جريان مورد نياز براي عبور توسط ديود را مشخص مي كند .

در تراشه اي مبتني بر سيليكون نظير پردازنده ها و حافظه ولتاژbreakover forward و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابي ground شده در يك سلول خاص است در صورتيكه ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد شارژ هدايت شده (از طريق Ground) و با توجه به سيستم باينري (صفرو يك) سلول يك خوانده مي شود (مقدار آنI خواهد بود) .

در صورتيكه مقدار سلول صفر باشد در محل بر خورد سطر و ستون ديودي وجود نداشته و شارژ در ستون به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد . 

همانطور كه اشاره گرديد تراشه ROM مستلزم برنامه نويسي و ذخيره داده در زمان ساخت است يك تراشه استاندارد ROM را نمي توان برنامه ريزي مجدد و اطلاعات جديدي رادرآن نوشت در صورتيكه داده ها درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند.

 مي بايست تراشه را دور انداخت و مجددا"از ابتدا عمليات برنامه ريزي يك تراشه جديد را انجام داد فرآيند ايجاد تمپليت اوليه براي تراشه هاي ROM دشوار است .

اما مزيت حافظه ROM بربرخي معايب آن غلبه مي نمايد زمانيكه تمپليت تكميل گرديد تراشه اماده شده ميتواند به صورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزي استفاده كرده قابل اعتماد بوده ودررابطه با اغلب دستگاههاي الكترونيكي كوچك شامل تمامي دستور العملهاي لازم به منظور كنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود استفاده از اين نوع تراشه ها در برخي از اسباب بازيها براي نواختن موسيقي آواز و...  متداول است
حافظه PROM 

توليد تراشه هاي ROM مستلزم صرف وقت و هزينه بالايي است بدين منظور اغلب توليد كنندگان نوع خاصي از اين نوع حافظه ها را كه  )PROM MEMORYONLY-READPROGRAMMABLE ) ناميده ميشوند توليد مي كنند .

اين نوع از تراشه ها با محتويات خالي با قيمت مناسب عرضه شده و مي تواند توسط هر شخص با استفاده از دستگاههاي خاصي كه PROGRAMMER  ناميده مي شوند برنامه ريزي گردند ساختار اين نوع از تراشه ها مشابه ROM بوده با اين تفاوت كه در محل برخورد هر سطر وستون از يك فيوز (براي اتصال به يكديگر ) استفاده مي گردد .

يك شارژ كه از طريق يك ستون ارسال ميگردداز طريق فيوز به يك سلول پاس داده شده و بدين ترتيب به يك سطر Grounded كه نماينگر مقدار "يك" است ارسال خواهد شد.

 با توجه به اينكه تمام سلول ها داراي يك فيوز مي باشد در حالت اوليه (خالي)يك تراشه PROM داراي مقدار اوليه "يك"است بمنظور تغيير مقدار يك سلول به صفر از يك programmer براي ارسال يك جريان خاص به سلول مورد نظر استفاده مي گردد .

ولتاژ بالا باعث قطع اتصال بين سطر و ستون (سوختن فيوز) خواهد كرد فرآيند را"PROM burning " مي گويند حافظه هاي prom صرفا"يك بار قابل برنامه ريزي هستند حافظه هاي فوق نسبت به RAM شكننده تر بوده و يك جريان حاصل از الكتريسيته ساكن مي تواند باعث سوخته شدن فيوز در تراشه شده و مقدار يك را به صفر تغيير نمايد.

 از طرف ديگر (مزايا)حافظه اي PROM  داراي قيمت مناسب بوده و براي نمونه سازي داده براي يكROM قبل از برنامه ريزي نهائي كارآئي مطلوب دارند .
حافظه EPROM  :

استفاده كاربردي از حافظه هاي ROM  و PROM با توجه به نياز به اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است (ضرورت اعمال تغييرات و اصلاحات در اين نوع حافظه ها مي تواند به صرف هزينه بالايي منجر گردد).

حافظه هاي  ( memiry read-only programmable Erasable EPROM  ) پاسخي مناسب به نيازهاي مطح شده است (نياز به اعمال تغييرات)تراشه هاي EPROM را مي توان چندين مرتبه باز نويسي كرد پاك نمودن محتويات يك تراشه EPROM مستلزم استفاده از دستگاه خاصي است كه باعث ساطع كردن يك فر كانس خاص ماوراء بنفش باشد پيكر بندي اين نوع از حافظه ها مستلزم استفاده از يك Programmer  از نوع EPROM است كه يك ولتاژ را در يك سطح خاص ارائه نمايند (با توجه به نوع EPROM استفاده شده ).

اين نوع حافظه ها نيز داراي شبكه اي مشتمل از سطرو ستون مي باشند در يك EPROM سلول موجود در نقطه برخورد سطر و ستون داراي دوترانزيستور است ترانزيستورهاي فوق توسط يك لايه نازك اكسيد از يكديگر جدا شده اند .

يكي از ترانزيستورهاGate floating و ديگري Cintrol Gate ناميده مي شود Floating gate صرفا" از طريق gate Control به سطر مرتبط است ماداميكه لينكبر قرار باشد سلول داراي مقدار يك خواهد بود بمنظور تغيير مقدار فوق به صفر به فرآيندي با نام Fowler –Nordheim tunneling نيازخواهد بود Tunneling بمنظور تغييرمحل الكترون هاي Floating gate استفاده مي گردد يك شارژالكتريكي بين 10 تا 13 ولت به floating gate داده مي شود شارژ از ستون شروع و پس از ورود به floating gate در ground تخليه خواهد گرديد .

شارژ فوق باعث مي گردد كه ترانزيستور floating gate مشابه يك "پخش كننده الكترون"رفتار نمايد الكترون هايمازاد فشرده شده و در سمت ديگر لايه اكسيد به دام افتاد و يك شارژمنفي را باعث مي گردند .

الكترون هاي شارژ شده منفي بعنوان يك صفحه عايق بين control gate و floating gate رفتار مي نمايند .دستگاه خاصي با نام Cell sensor سطح شارژپاس داده شده به floating gate را مونيتور خواهد كرد .

در صورتيكه جريان گيت بيشتر از50 در صد شارژباشد در اينصورت مقدار "يك" را دارا خواهد بود زمانيكه شارژ پاس داده شده از50 در صد آستانه عدول نموده مقدار به"صفر" تغيير پيدا خواهد كرد .

يك تراشه EPROM داراي گيت هائي است كه تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يك را دارا است بمنظور باز نويسي يك EPROM مي بايست در ابتدا محتويات آن پاك گردد براي پاك نمودن مي بايست يك سطح از انرژي زياد را بمنظور شكستن  الكترون هاي منفي floating gate استفاده كرد .

در يك EPROM استاندارد عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فر كانس انجام مي گردد فرآيند حذف در EPROM انتخابي نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد براي حذف يك EPROM مي بايست آن را از محلي كه نصب شده است جدا كرده و به مدت چند دقيقه زير اشعه ماوراء بنفش دستگاه پاك كننده EPROM قرار داد .
حافظه هاي EEPROM وFlash Memiry :

با اينكه حافظه اي EPROM يك موقعيت مناسب نسبت به حافظه هاي PROM از بعد استفاده مجدد مي باشند ولي كماكان نيازمند بكارگيري تجهيزات خاص و دنبال نمودن فرايندهاي خسته كننده بمنظور حذف و نصب مجدد و نصب مجدد آنان در هر زماني است كه به يك شار‍‍‍ز نياز باشد در ضمن فرايند اعمال تغييرات در يك حافظه EPROM نمي تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدي صورت پذيرد و در ابتدا مي بايست تمام محتويات را پاك نمود .
در حافظه هاي EEPROM تسهيلات زير ارائه ميگردد:
براي بازنويسي تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده نخواهد بود .براي تغيير بخشي از تراشه نياز به پاك نمودن تمام محتويات نخواهد بود .

اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم به كارگيري يك دستگاه اختصاصي نخواهد بود در عوض استفاده از اشعه ماوراء بنفش مي توان الكترون هاي هر سلول را با استفاده از يك برنامه محلي و بكمك يك ميدان الكتريكي به وضعيت طبيعي برگرداند.

 عمليات فوق باعث حذف سلول هاي مورد نظر شده و مي توان مجددا"آنها را بازنويسي نمود تراشه هاي فوق در هر لحظه يك بايت را تغيير خواهند داد 
فرايند اعمال تغييرات در تراشه هاي فوق كند بوده و در مواردي كه مي بايست اطلاعات با سرعت تغيير يابد سرعت لازم را نداشته و داراي چالش هاي خاص خود ميباشند .

توليد كنندگان با ارائه FLASH MEMORY كه يك نوع خاص از حافظه هاي EEPROM ميباشد به محدوديت اشاره شده پاسخ لازم را داده اند در حافظه    FLASHاز مدارات از قبل پيش بيني شده در زمان طراحي به منظور حذف استفاده مي گردد (به كمك ايجاد يك ميدان الكتريكي ).
در اين حالت مي توان تمام يا بخشهاي خاصياز تراشه را كه "بلاك"ناميده ميشوند را حذف كرد اين نوع حافظه نسبت به حافظه هايEEPROM سريعتر است .

چون داده ها از طريق بلاك هاي كه معمولا چند بايت ميباشند نوشته مي گردند شكل زير حافظه BIOS را كه نوع خاصي از حافظه ROM مدل FLASH MEMORY است نشان مي دهد.
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